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요약

액정배향 제어층과 투명전극을 갖는 한쌍의 기판과, 상기 기판 사이에 끼워진 액정 재료와, 적어도 한쪽의 상기 기판에 
마련한 편광판으로 구성되는 슈퍼트위스티드 네마탁 액정표시소자에 있어서, 상기 액정재료가,

(a)일반식(I)
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(식 중, R1은 탄소수 1∼16의 알킬기, 탄소수 2∼16의 알케닐기, 탄소수 3∼16의 알케닐옥시기, X 1은 수소 원자 또는 
불소 원자를 나타냄)

으로 나타내는 화합물 및,

(b)일반식(II)

(식 중, R2는 불소치환되어도 좋은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 알콕실기, 탄소수 2∼16의 알케닐기 또는 알콕시알킬
기, 탄소수 3∼16의 알케닐 옥시기를 나타냄)으로 나타내는 화합물과, 일반식(III)

(식 중, R3은 상기 R2와 동일한 의미를 가짐)으로 나타내는 화합물로 되는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 화합물
을 함유함을 특징으로 하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

색인어
액정표시소자, 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자, SNT 액정표시소자, SNT-LCD

명세서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 문턱 전압(threshold voltage)의 온도 의존도와 주파수 의존도를 저감한 슈퍼트위스티드 네마틱(supertw
isted nematic) 액정표시소자에 관한 것이다.

    
슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자(이하 STN-LCD라 함)는 광범위한 용도의 표시장치로서 사용되며, 용도 전개에 
따라 다양한 특성이 요구되고 있다. 휴대용 단말 표시에 대해서는 많은 정보량을 표시할 수 있고, 넓은 사용 온도범위에
서 양호한 표시 특성을 나타내는 STN-LCD가 요구되고 있다. 이에 대하여, 사용 온도의 영향을, 전기적 온도 보상회로
를 구동회로에 부가함으로써 경감하는 방법이 행해지고 있다. 그러나, 여분의 회로를 부가하기 때문에 프로세스의 복잡
화 등에 의한 수율의 저감을 초래하였다. 이 때문에 사용 온도 범위에서, 액정표시소자의 문턱 전압이 사용 온도에 의해 
영향을 받지 않음이 요구되고 있다. 또한, 많은 정보량을 표시하기 위한 시분할구동(multiplexing drive system)에서
는, 시분할수(duty ratio) 및 표시내용에 따라 변화하는 구동 전압의 주파수 범위에서 STN-LCD의 문턱 전압이 변동
하지 않음이 요구되고 있다. 즉, 사용 온도 범위에서, 문턱 전압의 온도 의존도가 적고, 문턱 전압의 주파수 의존도가 적
은 STN-LCD가 요구되고 있다. 이들 특성을 달성하면, 실외 등의 가혹한 온도 환경하에서도, 주변의 온도에 의존하지 
않는 양호한 표시를 얻는 것이 가능하게 된다. 이에 대하여, 예를 들면, 일본특개평4-296387호, 일본특개평4-3006
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81호, 일본특개평7-209624호, 일본특개평 9-157654호, WO89/08102, WO91/08184 등의 개선방법이 제안되어 
있으나, 이들 개선방법에 의한 STN-LCD의 문턱 전압의 온도 의존도나 주파수 의존도의 개선 정도는 아직 충분하다고 
말할 수 없으며, 현재에도 이들을 개선한 액정 화합물, 액정 조성물 또는 STN-LCD의 제안이 요구되고 있다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 해결하고자 하는 과제는 사용온도 범위에서의 문턱 전압의 온도 의존도와 주파수 의존도를 동시에 저감한 S
TN-LCD를 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위해서, 다음에 설명하는 STN-LCD를 제공한다. 즉, 본 발명은, 액정배향제어층과 투
명전극을 갖는 한쌍의 기판과, 그 기판 사이에 끼워진 액정재료와, 상기 기판 중 적어도 한쪽에 마련한 편광판으로 구성
되는 액정표시소자에 있어서, (1)상기 액정재료가,

(a) 일반식(I)

(식 중, R1은 탄소수 1∼16의 알킬기, 탄소수 2∼16의 알케닐기, 탄소수 3∼16의 알케닐옥시기, X 1은 수소 원자 또는 
불소 원자를 나타냄)으로 나타내는 화합물 및,

(b) 일반식(II)

(식 중, R2는 불소치환되어도 좋은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 알콕시기, 탄소수 2∼16의 알케닐기 또는 알콕시알킬
기, 탄소수 3∼16의 알케닐 옥시기를 나타냄)으로 나타내는 화합물과, 일반식(III)

(식 중, R3은 상기 R2와 동일한 의미를 가짐)으로 나타내는 화합물로 되는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 화합물
을 함유하고,

(2) 상기 액정표시소자가,

조건식(i)
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(단, Vth(-20℃) 및 Vth(50℃)는 -20℃ 및 5O℃의 각각의 온도하에서 주파수 100Hz의 구형(矩形)파의 전압을 인
가하여 측정되는 상기 액정표시소자의 문턱 전압을 나타냄)으로 나타내는 조건 및,

조건식(ii)

(단, Vth(5000Hz) 및 Vth(100Hz)는 -20℃의 온도하에서 주파수 5000Hz 및 100Hz의 구형파의 전압을 각각 인가
하여 측정되는 상기 액정표시소자의 문턱 전압을 각각 나타냄)으로 나타내는 조건을 만족함을 특징으로 하는 슈퍼트위
스티드 네마틱 액정표시소자이다.

    
문턱 전압의 온도 의존도는 상기 조건식(i)의 왼쪽으로 정의된다. 이 값이 3mV를 초과하면, 저온 영역에서는 표시가 
희미해지고, 고온 영역에서는 역으로 표시가 진해져서 양호한 표시 품위를 얻을 수 없다. 또한, 문턱 전압의 주파수 의
존도는 상기 조건식(ii)의 왼쪽으로 정의된다. STN-LCD의 구동방식인 시분할구동에서는 시분할수나 표시내용에 따
라 인가되는 전압의 주파수가 변화하기 때문에, 문턱 전압의 주파수 의존도가 0.3을 초과하면, 표시내용에 의한 문턱 
전압의 변화가 가시되어 표시에 얼룩이 생긴다. 본 발명의 STN-LCD의 문턱 전압의 온도 의존도는 3mV이하이고, 또
한 문턱 전압의 주파수 의존도는 0.3이하로 되기 때문에, 본 발명의 STN-LCD는 사용 온도 범위에서, 얼룩이 없는 양
호한 표시 품위를 나타낼 수 있다.
    

< 본 발명의 실시 형태>

액정재료가 함유하는 일반식(I)으로 나타내는 화합물(이하 화합물(I)이라 함)의 식 중 R 1은 탄소수 1∼8의 알킬기, 
탄소수 2∼8의 알케닐기가 바람직하고, 콘트라스를 높게 하기 위해서는 식(p) 또는 (q)

(구조식의 오른쪽 말단이 환에 연결된다.)으로 나타내는 알케닐기가 더 바람직하고, 식(q)으로 나타내는 알케닐기가 
특히 바람직하다. 식 중 X1는 수소 원자가 보다 바람직하다.

화합물(I)의 바람직한 화합물은 일반식(I-a)
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또는 일반식(I-b),

(식 중, R13 은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화합물(이하, 각각 화합
물(I-a), 화합물(I-b)이라 함)이다. 화합물(I)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%인것이 바람직하다. 액정재료
는 화합물(I-a) 및 화합물(I-b)을, 각각 1∼4종 함유하는 것이 바람직하고, 1∼2종 함유하는 것이 특히 바람직하며, 
액정재료에서의 그 함유율은 5∼40질량%가 바람직하고, 5∼30질량%가 보다 바람직하고, 5∼20질량%가 특히 바람직
하다.

또한, 일반식(II) 및 일반식(III)으로 나타내는 화합물(이하 각각 화합물(II) 및 화합물(III)이라 함)로 되는 군으로부
터 선택되는 화합물의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%인 것이 바람직하고, 10∼30질량%가 보다 바람직하다. 
액정재료는 화합물(II)을 함유하는 것 또는 화합물(III)을 함유하는 것이 바람직하지만, 화합물(III)을 함유하는 것이 
문턱 전압의 온도 의존도 및 주파수 의존도의 저감을 위해서는 보다 바람직하다. 또한, 화합물(II)와 화합물(III)을 동
시에 함유하는 것이 문턱 전압의 온도 의존도 및 주파수 의존도의 저감을 위해서는 더욱 바람직하다. 식 중 R 2및 R3은 
탄소수 1∼16의 알킬기, 탄소수 2∼16의 알케닐기가 바람직하고, 탄소수 1∼8의 알킬기, 탄소수 2∼8의 알케닐기가 
보다 바람직하고, 식(p)∼(t)

(구조식의 오른쪽 말단이 환에 연결된다.)으로 나타나는 알케닐기가 특히 바람직하다. 또한, (r) 또는 (s)로 나타내는 
알케닐기가 콘트라스트의 개선을 동시에 도모하기위해서는 특히 바람직하다.

본 발명의 STN-LCD에 사용하는 액정재료의 네마틱상-등방성 액체상 전이온도(이하 Tni 라 함)는 문턱 전압의 온도 
의존도를 더 저감하기위해서는 높은 편이 바람직하나, Tni 를 너무 높이면 응답속도가 악화되기 때문에, 75℃이상 150
℃이하인 것이 바람직하고, 80℃이상 120℃이하가 더욱 바람직하다. 또한, 액정재료의 고체상- 혹은 스멕틱상-등방
성 액체상 전이온도(이하 T-n 이라 함)는 낮은편이, 문턱 전압의 온도 의존성을 개선하기 위해서 바람직하고, -60℃
이상 -3O℃이하가 바람직하고, -6O℃이상 -4O℃이하가 바람직하다. 액정재료의 굴절율 이방성(Δn)은 0.07∼0.2
4가 바람직하나, 0.08∼0.20이 더 바람직하고, 0.12∼0.18이 보다 바람직하다.

본 발명에 사용하는 액정재료는 바람직하게는 일반식(IV)

(식 중, R4 , R5는 R2와 동일한 의미를 나타내고, A는 1,4-페닐렌기 또는 트랜스-1,4-시클로헥실렌기를 나타내고, 
n은 O 또는 1을 나타낸다)으로 나타내는 화합물(이하 화합물(IV)이라 함)을 더 함유한다. 이에 의해, 문턱 전압의 주
파수 의존도를 개선할 수 있다. 액정재료는 화합물(IV)을 1∼5종 함유하는 것이 바람직하고, 액정재료에서의 함유율은 
5∼40질량%가 바람직하고, 10∼40질량%가 특히 바람직하다. 화합물(IV)의 바람직한 예는, 일반식(IV-a)
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(식 중, R7 , R8은 각각 독립적으로 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화
합물(이하 화합물(IV-a)이라 함)이다. 화합물(IV-a)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%가 바람직하고, 10∼
40질량%가 특히 바람직하다.

화합물(IV)의 다른 바람직한 예는, 일반식(IV-b)

(식 중, R9 , R10 은 각각 독립적으로 탄소수 1~8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화
합물(이하 화합물(IV-b)이라 함)이다. 화합물(IV-b)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%가 바람직하고, 10∼
40질량%가 더 바람직하다. 화합물(IV-a) 또는 화합물(IV-b)을 사용함은 주파수 의존도의 개선에 대하여, 보다 효과
적이다. 또한, 화합물(IV-b)은 액정온도 범위의 확대에도 효과가 있다. 또한, 화합물(IV-a) 및 화합물(IV-b) 둘다를 
사용하는 것이 더 바람직하다.

본 발명에 사용하는 액정재료는, 바람직하게는 일반식(V)

(식 중, R6은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 2∼8의 알케닐기를 나타내고, G는 1,4-페닐렌기 또는 트랜스-1,4-시클
로헥실렌기를 나타내고, X3는 시아노기, 불소원자, 트리플루오로메톡시기, 디플루오로메톡시기를 나타내고, X2 , X4는 
각각 독립적으로 수소원자 또는 불소원자를 나타냄.)으로 나타내는 화합물(이하 화합물(V)이라 함)을 함유한다. 이에 
의해 문턱 전압의 온도 의존도를 더욱 개선할 수 있다. 화합물(V)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%가 바람직
하고, 10∼30질량%가 더 바람직하다.

화합물(V)의 바람직한 예는, 일반식(V-a)

(식 중, R11 은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화합물(이하 화합물(V
-a)이라 함)이다. 화합물(V-a)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%가 바람직하고, 10~30질량%가 더 바람직하
다.

또한, 화합물(V)의 다른 바람직한 예는, 일반식(V-b)
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(식 중, R12 는 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화합물(이하 화합물(V
-b)이라 함)이다. 화합물(V-b)의 액정재료에서의 함유율은 5∼40질량%가 바람직하고, 10∼40질량%가 더 바람직
하다.

또한, 화합물(IV)와 화합물(V) 둘다를 함유하는 것이 더 바람직하다. 본 발명에서 사용되는 특히 바람직한 액정재료는 
화합물(I-a) 5∼40질량%와, 화합물(II-a) 5∼40질량%와, 화합물(1V-b) 5∼40질량%를 함유한다.

본 발명에 사용되는 또다른 특히 바람직한 액정재료는 화합물(I-a) 5∼40질량%와, 화합물(III-a) 5∼40질량%와, 
화합물(IV-b) 5∼40질량%를 함유한다. 이들 액정재료는 STN-LCD의 문턱 전압의 온도 의존도를 더 저감하고, 문턱 
전압의 구동 주파수 의존도도 동시에 더 저감하는데 바람직하다.

STN-LCD의 트위스트 각(twist angle)은 180 o∼300o이 바람직하고, 220o∼270o의 범위가 보다 바람직하고, 230
o∼260o의 범위가 특히 바람직하다.

본 발명의 STN-LCD는 종래의 STN-LCD에 비해, 문턱 전압의 온도 의존도가 개선되어 있다. 그러므로, 본 발명의 S
TN-LCD는 사용 온도범위인 -20℃∼50℃에서 양호한 표시 품위를 갖는다.

    
본 발명의 STN-LCD는 종래의 STN-LCD에 비해, 문턱 전압의 주파수 의존도가 큰폭으로 개선되기 때문에, 인가 전
압의 주파수가 액정 표시에 주는 영향이 적어져서, 얼룩이 작은 STN-LCD를 제공할 수 있게 된다. 일반적으로 시분할
구동의 시분할수가 커지면, 인가 전압의 주파수 폭이 커진다. 따라서, 본 발명의 STN-LCD는 휴대 전화 등에 요구되는 
1/32∼1/480 Duty의 시분할구동에 의한 고밀도 표시에 적합하다. 또한, 본 발명의 STN-LCD는 1/64∼1/240 Duty 
구동에 보다 적합하다.
    

본 발명에서 사용하는 액정재료는 상기 화합물(I)∼(V) 이외에, 통상의 네마틱 액정, 스멕틱 액정, 콜레스테릭 액정, 
카이럴제(chiral dopants) 등을 사용할 수 있다.

STN-LCD는 투과형, 반투과형, 반사형 등 중 어느 하나여도 좋고, 표시형식에 의해 발명의 효과가 제한되는 것은 아니
다.

본 발명의 STN-LCD는 사용 온도범위에서의 문턱 전압의 온도 의존도와 주파수 의존도를 동시에 저감하고, 휴대 전화 
등에 요구되는 1/32∼1/480 Duty, 보다 적합하게는 1/64∼1/240 Duty의 시분할구동에 적합한 우수한 표시특성을 갖
는다.

< 실시예>

이하, 실시예를 통해 본 발명을 상세하게 설명하나, 본 발명이 이들 실시예에 한정되는 것은 아니다. 또한, 이하의 실시
예 및 비교예의 조성물에서의 「%」는 「질량%」를 의미한다.

실시예 중, 측정한 특성은 이하와 같다.

Tni : 네마틱상-등방성 액체상 전이온도(℃)
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T-n : 고체상 혹은 스멕틱상-네마틱상 전이온도(℃)

η : 20℃에서의 점도(mPa·s)

Δn : 25℃에서의 굴절율 이방성

Vth : 셀(cell) 두께 d(㎛)의 STN 액정표시소자(STN-LCD)를 구성했

을 때의 25℃에서의 문턱 전압(V). 인가 구동파형은 1OOHz

구형파. 셀 두께 d(㎛)는 Δn·d=0.90의 관계식으로 결정한

다. (Vth는 투과율이 90%일 때의 구동전압)

Vsat : 셀 두께 d(㎛)의 STN-LCD를 구성했을 때의 25℃에서의 포화

전압(V). 인가 구동파형은 100Hz 구형파. 셀 두께 d(㎛)는

Δn·d=0.90의 관계식으로 결정한다. (Vsat는 투과율이 10%

일 때의 구동전압)

γ : 25℃에서의 경사도(steepness) γ=V sat /Vth

τ : STN-LCD에 주입했을 때의 25℃에서의 응답속도(msec)

으로 얻어지는 값.

으로 얻어지는 값.

으로 얻어지는 값.

(단, Vth (-20℃), Vth (25℃) 및 Vth (50℃)는 STN-LCD를 -20℃,

25℃ 및 50℃의 온도에서, 주파수 100Hz의 구형파의 전압을
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인가하여 측정되는 STN-LCD의 문턱 전압을 나타냄.)

(단, Vth (5000Hz) 및 V th (100Hz)는 STN-LCD를 -20℃의 온도에서,

주파수 500Hz 및 10OHz의 구형파의 전압을 각각 인가하여 측정되는

STN-LCD의 문턱 전압을 나타냄)

STN-LCD의 제조는 이하와 같이 행한다. 네마틱 액정 조성물에 카이럴 물질「S-811」(멀크사제)을 첨가하여 혼합
액정을 제조하고, 대향하는 평면 투명전극상에「선에버-150」(일산화학(日産化學)사제)의 유기막을 러빙(rubbing)
하여 배향막을 형성한 트위스트 각 240o의 STN-LCD에 주입하였다. 또한, 상기 카이럴 물질(S-811)은 카이럴 물질
의 첨가에 의한 혼합 액정의 도핑유도 나선피치(doping-induced helical pitch) P와 표시용 셀의 셀 두께 d가 d/P=
0.50로 되도록 첨가하였다.

화합물의 기재에 하기의 약자를 사용한다.

예를 들면, 이하에 나타내는 약자를 사용한다.
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(비교예1, 비교예2, 비교예3, 실시예1 및 실시예2)

액정 조성물 N0.1(실시예1), 액정 조성물 No.2(실시예2), 액정 조성물 M1(비교예1), 액정 조성물 M2(비교예2) 및 
액정 조성물 M3(비교예3)를 제조하였다. 또한, 이들 액정 조성물을 사용한 STN-LCD를 제조하였다. 표1에는 이들 
액정 조성물의 조성비와 액정 조성물을 사용한 STN-LCD의 특성 측정값을 나타낸다.

[표 1]
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액정 조성물 Ml(비교예1) 95%에 화합물(I)인 3-Ph1-VO-Ph3-CN를 5% 첨가함으로써 액정 조성물 M2(비교예2)
를 제조하고, 액정 조성물 M1(비교예1)95%에 화합물(II)인 0d1-Cy-Ph3-CN을 5% 첨가함으로써 액정 조성물 M
3(비교예3)를 제조하고, 액정 조성물 M1(비교예1) 90%에 화합물(I)인 3-Ph1-VO-Ph3-CN 및 화합물(II)인 0d
1-Cy-Ph3-CN를 5%씩 첨가함으로써 액정 조성물 No.1(실시예1)을 제조하고, 액정 조성물 No.1에 화합물(V)인 
Od1-Cy-Cy-Ph1-F를 첨가한 액정 조성물 No.2(실시예2)를 제조하였다. 그 결과, 실시예1 및 실시예2의 STN-L
CD는 문턱 전압의 온도 의존도가 개선되어 있음을 알았다. 또한, 실시예1 및 실시예2의 STN-LCD의 문턱 전압의 주
파수 의존도도 비교예1, 비교예2 및 비교예3과 비교하여, 큰폭으로 개선되어 있었다.
    

(비교예1, 비교예2, 비교예4, 실시예3 및 실시예4)

액정 조성물 No.3(실시예3), 액정 조성물 No.4(실시예4) 및 액정 조성물 M4(비교예4)를 제조하고, 이들 액정 조성물
을 사용한 STN-LCD를 제조하였다. 표2에는 이들 액정 조성물의 조성비와 액정 조성물을 사용한 STN-LCD의 특성 
측정값을 나타내었다.

비교를 위해서, 비교예1 및 비교예2도 표2에 나타내었다.

[표 2]
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액정 조성물 M1(비교예1) 95%에, 화합물(II)인 1d1-Cy-Ph1-CN을 5% 첨가함으로써 액정 조성물 M4(비교예4)
를 제조하고, 액상 조성물 M1 90%에 화합물(I)인 3-Rh1-VO-Ph3-CN 및 화합물(II)인 1d1-Cy-Ph1-CN을 5%
씩 첨가함으로써 액정 조성물 No.3(실시예 3)을 제조하고, 액정 조성물 No.3에 화합물(V)인 0d1-Cy-Cy-Ph1-F
를 더 첨가한 액정 조성물 No.4(실시예4)를 제조하였다. 그 결과, 실시예3 및 실시예4의 STN-LCD의 문턱 전압의 온
도 의존도가 크게 개선되었고, 실시예3 및 실시예4의 STN-LCD의 문턱 전압의 주파수 의존도도 비교예1, 비교예2 및 
비교예4의 STN-LCD와 비교하여 대폭적으로 개선되었다.
    

(실시예5, 실시예6, 비교예5)

액정 조성물 No.5(실시예5), 액정 조성물 No.6(실시예6) 및 액정 조성물 M5(비교예5)를 제조하고, 이들 액정 조성물
을 사용한 STN-LCD를 제조하였다. 표3에는 이들 액정 조성물의 조성비와 액정 조성물을 사용한 STN-LCD의 특성 
측정값을 나타내었다.

[표 3]
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액정 조성물 M5(비교예5)중의 4-Ph-VO-Ph1-CN을 화합물(I)인 3-Ph1-V0-Ph3-CN과 화합물(II)인 0d1-C
y-Ph3-CN으로 치환함으로써 액정 조성물 No.5(실시예5)를 제조하고, 액정 조성물 M5(비교예5) 중의 4-Ph-VO
-Ph1-CN 및 3-Cy-Ph-CN을 화합물(I)인 3-Ph1-VO-Ph3-CN 및 5-Ph3-VO-Ph3-CN, 화합물(II)인 1d1-
Cy-Ph1-CN 및 화합물(V)인 0d1-Cy-Cy-Ph1-F로 치환함으로써 액정 조성물 No.6(실시예6)을 제조하였다. 그 
결과, 실시예5 및 실시예6의 STN-LCD 문턱 전압의 온도 의존도가 놀랍게 개선되어 있음을 확인하였다. 또한, 문턱 
전압의 주파수 의존도도 액정 조성물 M5보다 크게 개선되어 있음을 확인하였다.
    

    발명의 효과

본 발명은 문턱 전압의 온도 의존도과 주파수 의존도를 동시에 개선함으로서, 사용온도 범위에서 표시 품위가 개선된 
STN-LCD를 제공한다. 따라서, 본 발명의 STN-LCD는 사용 온도범위에서 표시 얼룩이 적은 양호한 표시 품위를 갖
는다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정배향 제어층과 투명전극을 갖는 한쌍의 기판과, 상기 기판 사이에 끼워진 액정 재료와, 상기 기판 중 적어도 한쪽에 
마련한 편광판으로 구성되는 액정표시소자에 있어서, (1)상기 액정재료가,

(a)일반식(I)

(식 중, R1은 탄소수 1∼16의 알킬기, 탄소수 2∼16의 알케닐기, 탄소수 3∼16의 알케닐옥시기, X 1은 수소 원자 또는 
불소 원자를 나타냄)

으로 나타내는 화합물 및,

(b)일반식(II)

(식 중, R2는 불소치환되어도 좋은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 알콕시기, 탄소수 2∼16의 알케닐기 또는 알콕시알킬
기, 탄소수 3∼16의 알케닐 옥시기를 나타냄)으로 나타내는 화합물과, 일반식(III)
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(식 중, R3은 상기 R2와 동일한 의미를 가짐)으로 나타내되는 화합물로 되는 군으로부터 선택되는 적어도 1종의 화합
물을 함유하고,

(2) 상기 액정표시소자가,

조건식(i)

(단, Vth (-20℃) 및 V th (50℃)는 -20℃ 및 5O℃의 각각의 온도하에서 주파수 100Hz의 구형파의 전압을 인가하여 
측정되는 상기 액정표시소자의 문턱 전압을 나타냄)으로 나타내는 조건식 및,

조건식(ii)

(단, Vth (5000Hz) 및 V th (100Hz)는 -20℃의 온도하에서 주파수 5000Hz 및 100Hz의 구형파의 전압을 각각 인가
하여 측정되는 상기 액정표시소자의 문턱 전압을 각각 나타냄)으로 나타내는 조건을 만족함을 특징으로 하는 슈퍼트위
스티드 네마틱(supertwisted nematic) 액정표시소자.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 액정재료가 상기(a)의 화합물 5∼40질량%과, 상기(b)의 화합물 5∼40질량%을 함유하는 슈퍼트위스티드 네마
틱 액정표시소자.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기(b)의 화합물이 상기 일반식(II) 및 상기 일반식(III)에서 R 2및 R3가 각각 독립적으로 탄소수 2∼16의 알케닐기
인 화합물인 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 액정재료가 상기 일반식(II)으로 나타내는 화합물 및 상기 일반식(III)으로 나타내는 화합물을 함유하는 슈퍼트위
스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 5.
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제 1항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(IV)

(식 중, R4 , R5은 상기 R2와 동일한 의미를 나타내고, A는 1,4-페닐렌기 또는 트랜스-1,4-시클로헥실렌기를 나타내
고, n은 0 또는 1을 나타냄)으로 나타내는 화합물을 함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(IV-a)

(식 중, R7 , R8은 각각 독립적으로 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화
합물 5∼40질량%와, 일반식 (IV-b),

(식 중, R9 , R10 은 각각 독립적으로 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화
합물 5∼40질량%를 함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 7.

제 5항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(I-a)

(식 중, R13 은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%와, 
일반식(II-a)
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(식 중, R14 는 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%와, 
일반식(IV-b)

(식 중, R9 , R10 은 각각 독립적으로 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화
합물 5∼40질량%를 함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 8.

제 5항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(I-a)

(식 중, R13 은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%와, 
일반식(III-a)

(식 중, R15 는 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%, 일
반식(IV-b)

(식 중, R9 , R10 은 각각 독립적으로 탄소수 1∼8의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄)으로 나타내는 화
합물 5∼40질량%를 함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱(STN) 액정표시소자.

청구항 9.

제 1항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(V),
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(식 중, R6은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타내고, G는 1,4-페닐렌기 또는 트랜스-1,4
-시클로헥실렌기를 나타내고, X3는 시아노기, 불소원자, 트리플루오로메톡시기, 디플루오로메톡시기를 나타내고, X2 , 
X4는 각각 독립적으로 수소 원자 또는 불소 원자를 나타냄.)으로 나타내는 화합물을 함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 
액정표시소자.

청구항 10.

제 9항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(V-a)

(식 중, R11 은 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%를 
함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 11.

제 9항에 있어서,

상기 액정재료가 일반식(V-b)

(식 중, R12 는 탄소수 1∼16의 알킬기 또는 탄소수 2∼8의 알케닐기를 나타냄.)으로 나타내는 화합물 5∼40질량%를 
함유하는 슈퍼트위스티드 네마틱 액정표시소자.

청구항 12.

제 1항에 있어서,

상기 액정 재료가 상기 일반식(IV)으로 나타내는 화합물과 상기 일반식(V)으로 나타내는 화합물을 함유하는 슈퍼트위
스티드 네마틱 액정표시소자.
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